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Chemisch unterstutztes lonenstrahlatzen (CAIBE)
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CAIBE-Abtragsmodell
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M odellgleichungen
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Chlorbedeckungsgrad
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Pausenzeit;: CDE-Prozess, nur Adsorption von Chlor, 8T
Bestrahlungszeit: CAIBE-Prozess, lonenbeschuss, 6
Bedeckungsgrad T wenn dc {,

zusétzlicher Einfluss durch Prozessparameter (T, p, E, ¢, ])
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Zeitverlauf der CAIBE-Atzrate
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Berechnung der Atzrate fir Pausenzeit und Strahldauer
Atzrate T wenn Bedeckungsgrad T

bel gleicher lonenfluenz erndht sich die Abtragstiefe
bal T=300 K kein Abtrag wahrend Pausenzeit
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CAIBE von GaAs (Pausenzeit und Strahlzeit)
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E=400 eV, j=0,5 mA/cm?, p=0,39x103mbar, t,=200 s

konstante |onenfluenz

Pausenzeit T, Bedeckungsgrad T, Abtrag T
Strahldauer T, Bedeckungsgrad |, Abtrag ¥

gute Ubereinstimmung mit den Modellberechnungen
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CAIBE (Chlordruck und Oberflachentemperatur)
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E=400 eV, j=0,5 mA/cm?, T=300 K, t,=200 s p=0,39x103mbar

Chlordruck T, Bedeckungsgrad T

groferer Abtrag bel gleicher lonenfluenz
Temperatur T, zusétzlicher Abtrag in Pausenzeit
lonenstrahlinduzierte Einfluss wird deutlicher
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Rickblick auf Funktionswelse des elektrischen Strahlschalters
Modellansatz zur Beschreibung des CAIBE-Prozesses
Modellierung des Abtrages fir verschiedene Prozessparameter
gute Ubereinstimmung mit den Experimenten

Aussagen Uber den Prozessablauf/ionenstrahlinduzierte Effekte
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